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成長温度とⅢ／ V比である。成長温度を 420℃から 520℃まで変化させると，480℃までは島状成長であるが，
480℃から 500℃で二次元成長になっており，Ⅹ線の半値幅も温度が高くなるにつれて小さくなっていた。
しかし 500℃以上では InNの分解が始まり，膜が十分成長しなかった。Ⅲ／ V比は，窒素ガスの流量を一定






















（2） GaNバッファー上に InNを成長する際，の結晶成長条件を 1層程度の Inを挿入することによって，InN
の結晶性が向上することを発見した。
（3）Ⅲ／ V比の違いによって，InNの発光ピーク位置が異なる事を発見した。
（4）InNの発光スペクトルのⅢ／ V比依存性を，欠陥の種類に関連付けて説明したこと。
　に要約できる。
　In層の挿入は，投稿論文として出版されており，その有効性は今後実証されていくものと思われる。
　Ⅲ／ V比の違いによる InNの発光スペクトルが変化する現象も，解釈にはまだ不十分な点があるが，InN
の結晶欠陥を理解するうえで重要な示唆を与える。
　以上の理由から，本論文は博士論文として十分と判断された。
　よって，著者は博士（工学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
